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Circuito tosatore
Circuiti logici OR e AND
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1 Circuito tosatore a due livelli

1.1 Schema del circuito
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1.2 Impostazioni iniziali

Resistenza variabile al generatore di funzioni: Ry = (40.0 £ 0.2) k{2

Onda sinusoidale in uscita dal generatore di funzioni:
Periodo: T'= (1.00 £ 0.01) ms

Semiampiezza A = (5.0 £0.1) V

Tensioni ai cursori dei trimmer:

VR1 =(2.00+0.015) V

VR2 = —(2.00£0.015) V

1.3 Silicio
Onda quadra: A = |V,4| = (2.45+£0.05)V

Tempo di salita 7 = (67.5 £ 2.5)us
V. s = (0.45+0.07) V

1.4 Germanio

Onda quadra: A = |V, = (2.2 £0.05) V
Tempo di salita 7 = (62.5 £ 2.5) us
Ve = (02£0.07) V

1.5 Variazione di VR1 con diodo al Si

VR1 = (150 £0.013) V
VR2 = —(2.00 £ 0.015) V

Onda quadra:

Semiampiezza positiva: Ay = [V 4| =(2.0+£0.1) V
Semiampiezza negativa: A_ = [V, | = (2.5+£0.1) V
Tempo di salita 7 = (62.5 £ 2.5) us

Vst =(0.5+£0.1)V

V,sio = (05+01)V

1.6 Resistenza critica
R, = (7.45 + 0.03) kQ



2 Circuiti logici OR e AND in logica positiva
con diodi al Si

2.1 Circuito OR
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0 0 0.000 £ 0.002 010 0
0 5.0+£0.1 4.4 +0.1 0 1 1
5.0=+0.1 0 44 +0.1 1 0 1
50x+0.1|5.0+0.1 444+0.1 1 1 1
2.2 Circuito AND
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0 0 0.58 £0.01 0 010
0 5.0+0.1 | 0.58 £0.01 0 1 0
5.0+£0.1 0 0.58 £0.01 1 010
50+£0.15.0+£0.1 49+0.1 1 1 1
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